1. Dvigubos injekcijos keičiamo bangos ilgio puslaidininkinis lazeris (DIKBIPL), sudarytas iš dviejų skirtingo laidumo sluoksnių – skylinio (p–) ir elektroninio (n–), sudarančių p–n sandūrą, kurioje yra optinės generacijos aktyvioji sritis, n– ir p– sluoksnių paviršiuose sumontuoti ominiai kontaktai, o p–n sandūros darinys padarytas Fabri-Pero optinio rezonatoriaus pavidalu,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad optinės generacijos aktyvioji sritis padaryta iš savitojo laidumo – i– tipo varizoninio puslaidininkio, kuriame draustinių energijų juostos plotis ΔEg kinta Fabri-Pero optinio rezonatoriaus veidrodžių kryptimi ir ši aktyvioji i– sritis patalpinta tarp dviejų lygiagrečių veidrodžių, sudarančių Fabri-Pero optinį rezonatorių, kuriame aktyviosios i– srities vienas iš paviršių, esančių lygiagrečiai tarp veidrodžių, turi bendrą ominį kontaktą Ko, priešinguose aktyviosios i– srities pusėse, nesančiuose tarp veidrodžių, suformuoti atitinkami tranzistoriniai n–p–n ir p–n–p dariniai, turintys po vieną atitinkamą emiterio E(n; p) ir bazės B(p; n) ominius kontaktus, n–p–n ir p–n–p darinių atitinkamos kolektorinės n– ir p– sritys suformuotos ant aktyviosios i– srities atitinkamų priešpriešiais esančių paviršių, aktyviosios i– srities priešpriešiais esančiuose dvejuose likusių laisvų paviršių priešpriešiniuose kraštuose suformuotos po dvi poros lygiagrečių juostinių ominių kontaktų su atitinkamomis išvadų poromis, o ominių kontaktų lygiagrečios juostelės yra orientuotos statmenai paviršiams su veidrodžiais. 

2. DIKBIPL pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad optinės generacijos aktyvioji i– sritis patalpinta tarp p– ir n– sluoksnių, kuriuose suformuotos planarinės mezakonstrukcijos atitinkami tranzistoriniai p+–n–p ir n+–p–n dariniai, kuriuose p+– ir n+– sritys – atitinkamai emiteriai Ep ir En suformuoti atitinkamų p– ir n– sluoksnių paviršiuose, i– srityje priešais tranzistorinius p+–n–p ir n+–p–n darinius suformuotos atitinkamos kolektorinės paslėptos p+– ir n+– sritys, aplink kurias suformuoti atitinkami n+– ir p+– žiedai, atstumas d1 tarp paslėptų n+– ir p+– sričių padarytas mažesnis už krūvininkų mažiausią difuzijos ilgį Ld min i– srityje, Ld min > d1, ir kartu didesnis už (0,5·Ld min) < d1, atstumas d2 tarp n+– ir p+– žiedų padarytas didesnis už n+–i ir p+–i sandūrų nuskurdintų sričių suminį didžiausią storį dmax+ i– srityje, dmax+ < d2, čia n+–i ir p+–i sandūros yra tarp i– srities ir atitinkamai n+– ir p+– žiedų, atstumas d3 tarp p+–n–p darinio n– bazės Bn sluoksnio ir paslėptos p+– srities ir kartu atstumas d3 tarp n+–p–n darinio p– bazės Bp sluoksnio ir paslėptos n+– srities padaryti mažesni už kolektorinių p–n sandūrų nuskurdintų sričių neutralų storį dpn 0 > d3 atitinkamose kolektorių p– ir n– srityse, paslėptų p+– ir n+– sričių plotai S(p, n) padaryti didesni už atitinkamų p+– ir n+– emiterių E(p, n) atitinkamus plotus S(Ep, En) < S(p, n). 

3. DIKBIPL pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įtaiso konstrukcija padaryta be tranzistorinių p+–n–p ir n+–p–n darinių, o vietoje jų betarpiškai ant paslėptų p+– ir n+– sričių suformuoti atitinkami anodo A ir katodo Kt ominiai kontaktai – metalo sluoksniai su anodo A ir katodo Kt išvadais. 

4. DIKBIPL jungimo grandinė, sudaryta iš puslaidininkinio įtaiso ir pastoviosios įtampos maitinimo-valdymo šaltinio,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad puslaidininkinis įtaisas padarytas pagal 1 ir 2 punktus – turi du skirtingo laidumo tranzistorinius n–p–n ir p–n–p darinius su atitinkamais emiterių E(n; p) ir bazių B(p; n) išvadais, bei aktyviąją i– sritį su atitinkamais bendru ominiu kontaktu Ko ir lygiagrečių juostinių ominių kontaktų atitinkamomis išvadų poromis, bazių išvadai B(p; n) ir aktyviosios i– srities bendras ominis kontaktas Ko sujungti su „žeme“ – nulinio potencialo šyna, vienas iš emiterių E(n, p), pavyzdžiui, Ep sujungtas su pirmojo valdymo įtampos šaltinio Uin 1 pirmuoju poliumi, o kitas emiteris En – su papildomo – antrojo valdymo įtampos šaltinio Uin 2 pirmuoju poliumi ir šių šaltinių atrieji poliai sujungti su „žeme“, o lygiagrečių juostinių ominių kontaktų atitinkamos dvi poros išvadų sujungtos su atitinkamais dviem pastoviųjų įtampų maitinimo šaltiniais – pirmuoju Ɛ1 ir antruoju Ɛ2. 

5. DIKBIPL jungimo grandinė pagal 3 ir 4 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad įtaiso anodo A ir katodo Kt išvadai sujungti su pirmojo įtampos maitinimo-valdymo šaltinio UAK atitinkamais poliais – teigiamo „+“ ir neigiamo „–“ poliškumais. 
